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摘要(译)

本发明的场发射增强的发光平板显示器件由透明导电层ITO(氧化锡铟)、
复合发光层和背电极构成,特征在于:背电极采用场发射矩阵(1),由半导体
加速层(2)和无机或有机发光层(3)构成的复合发光层是全固态的,它和透明
导电层ITO依次淀积在场发射矩阵上。利用场发射矩阵强电子发射的功能
优势,使器件的发光亮度和工作功率得到很大的提高,克服了现有平板显示
技术中高亮度难以实现的难题。由于本发明是全固体化的,这既克服了场
发射显示器件真空度高难以制备等方面的不足,又可避免场发射矩阵受到
污染等因素的影响,使器件的发光寿命得到保证。本发明以其发光亮度
高、发光效率好、发光稳定和易于制备的特性具有很强的开发和应用价
值。
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